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katem zastosowan w elektronice spinowej
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Cienkowarstwowe uktady zlozone z warstw metalicznych i tlenkowych maja
zastosowanie jako elementy elektroniki spinowej takie jak nieulotne pamieci
magnetyczne M-RAM (Magnetoresistive Random Access Memory) czy STT-RAM
(Spin Transfer Torque-RAM), czujniki stabych po6l magnetycznych oraz
urzadzenia mikrofalowe. Uklady te wykazuja roéznice w strukturze
krystalograficznej w zaleznosci od uzytych materiatéow, grubosci warstw,
jakosci interfejsow oraz zastosowanych metod nanoszenia.

W referacie przedstawione beda badania wplywu parametréw nanoszenia na
wtasnosci strukturalne uktadéw warstwowych. Przeanalizowany bedzie wptyw
warstw buforowych na strukture, szorstkosci, wtasnosci magnetyczne i
strukture domenowa w periodycznych uktadach Co/Pt 2z prostopadta
anizotropia. Omoéwiona bedzie struktura krystalograficzna warstw buforowych
i jej wplyw na wlasnosci magnetycznych =zlacz tunelowych i uktadéw
wykazujacych sprzezenie spinowo-orbitalne. Przedstawione beda badania
wplywu parametréw mikrostrukturalnych uktadéw warstwowych na wtasnosci
elementéw spintronicznych, takie jak sprzezenia miedzywarstwowe,
anizotropia, prad krytyczny, stabilno$¢ termiczna oraz grubo$¢ warstwy
magnetycznie martwej.



